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MEMORIA DESCRIPTIVA

PARA SOLICITAR BPATENTE DE INVENCION EN ESPaAfia

POR, “METODO PARA PREPARAR CAPAS DE BLOQUEO".

A NOMBIE DE STANDARD ELECTRICA, S. A., DOMICI-

-
LIADA EN MADRID, CALLE DE RAMIREZ DE PRADO, 7.

- o g e o s o v v i O 0 o he 0 O e v 0 O e e e v o e B = e = e

El presente invento se reflere a rectificadores de sele~
nio y células foto-eléctricas, y su fin general es la previsidn
de un método de tratamiento.de la superficie activa del selenio
gque mejore el desarrollo de 1a acclén rectificadora o fofo-eléc-
triéa de aquélla. '

Los elementos de selenio que selémplean para rectificado-
res o cédlulas foto-eldctricas suelen estar conpues tos pof unsa
capa de selenio cristalino gris adherido a una adecuada placa
como-base} quq‘puede estar hecha bien de acsro o de aluminio,

con un electrodo opuesto cubriendo el selenio generalmente
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étiliza@o en el caso de rectificadores por pulverizacién de
un gpropieddo metal fundido, con metal de Wood, sobre la su-
perficie del selenio. LgAaccién rectificadore o foto-eldctri-
ca del elemento se produce en la superficie del selenio conti~
gva al contra-electrodo y es atribuida a una capa, denominada
capa de blogueo, formada en dicha superficie, generalmente
por aplicacién de un apropleado voltaje a travéds del elemento
hasta_quayla resistencia inversa es mucho més elevada que la
resistencla sucesiva cuya circular de corriente es desprecia-
ble mientras que mds adelante se obtlene una corriente satis-
factoria. Esta operacidn es conocida por formacidn eléctrica.

El aspecto principsl de este invento es el dascubrimisn-
to de que sometliendo la superflcie del selenlo a la accidn
electrolitica tal como un cétodo en una adecuade solucién de
deldo a2 un voltaje suficientemente elevado paras evitar la po-
1ariza616n, le guperficie del selenlo estd en debidas condi-
ciones para que la subsigulente generaclén eléctrice en la
forma corriente produzce una cepa de blogueo que tenga unsa
resistencia mucho més elevada que la que serfa obtenida en
las mismas condiciones sin el tratamiento electrolitico.

El electrolito deberd ser a base de dcido, es decir,

tendrd una pH de un valor no superior a 7. Es conveniente que

" el valor de la pH no sea inferior a 1 pues se ha comprobado

que con valores mas bajos el voltaje requerido, y por lo tan-

to, la densidad de corriente, aumentan en proporcién rédpida.
~ Gomo mejores resultados se han obtenido ha sido utili-

zando pH de valores entré 17 4. |

También se ha llegado a la conclusidn de gque el proceso

es adn mfs efeciivo empleando un electrolito acuoso acidula-

do con un 4cido inorgénico, lo que evita un posible efecto
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contrario sobre la conductibilided produclda mas adelante pof
algunos 4cidos orgénicos. En particular la solucién puede aun
me jorarse notablemente aciduléndola con un compuesto apropiadd
de selenio, especialmente con un bidxido de selenlo, hldrato
dé selenio, &cido selenioso o £cido selénico que puede ser in-
troducido o formado en el bafio o solucidn. En general puede
usarse égidds inorgénicos cuando la acidez se mantenga a wna
PH de 1 o mds. Estd desde luego entendildo que los £cidos que
solamente actuén sobre el selenio en particulares condiclones
de uso no deben ser empleados. Ademés del fécido hidrocléridico,
sulfdrico y fosférico, pueden ser utilizados cualesquiera de

lom distintos compuestos de selenlo, algunos de los cuales han

- sido enumerados. Siendo el aspecto principal la conservacién

de la acldez en la meidiida indicada sin atague alguno por la

acidulacién eonstitﬁyente'sobre el selenio, deben incluirse

entre los dcidos inorgénicos apropiedos, las sales dcidas.

En el bafio él elemento selenio se conecta como cdtodo
pudiendo ser tomado como édnodo un conductor apropiado, con pre-
fererncisa de une sustancia inactiva como el carbédn. Tambidn pue-
de ser usado con la mayoria de los &cldos el platino, pero no
con £cido hildroclérlco. Ademds de esto, si se desea, pueds ser
mantenido fuera de la solucidn el reverso de la placa de la
base portadora de la capa de selenlo, pintandolo con una laca
aislante 6 similar o poniendole en un asidero que no permita
llegue la solucidn al dorso de la placa; entonces se eleva el
voltaje hasta o por encima del necesario valor de eﬁtrada de
ecorriente que, se ha observado debe'sef alrededor de 1 amperio
por pié cuadrado del 4rea de la spperficie del selenio que se
esté tratando cuando el bafio estd acidificado por Se Os.

51 se emplean otras sustancias para acidular el bafio la
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corrlente de entrada puede ser .algo dlfsrente pero en general
deberd ser del ﬁismo orden que el Se Oge.

-El tilempo de tratamiento catéddico con esta circulacidn de
corriente deberd ser de medic minuto o algo més. Despu683del
tratamiento catddico, el elemento de selenio puede ser sacado
del bafio y lavado fuera con agua. Para obtener un secado rédpi-
do a continuacién de con el agua debe lavarse conjalcohol, ace-
tona u otro producto similar. Entonces puede ser pulverlgada
la superficlie de la cape compacta en la forma cominmente cono-
c¢lda con un metal contrg-electrodo de aproplada aleacién con=-
ductora como por ejemplo el metal Wood en el caso de los rec-
tificadores. Egta impregnacién hace un contacto intimo con‘la
superficie del selenlo_y logra una fuerta adhqrencia.

Siguiendo la aplicacidén del contra-electrodo el elemento

de selenio serd regularmente formedo eléctricamente de acuerdo

con la préctica corriente po la aplicacldn de voltaje en dirsc~

cién inversa de circulacién de corriente entre la placa base
y el contra-electrodo. 7

Se ha comprobado que durante dl tr;tamiento electrolitico ,
indicando 1la resistencla inversa del elemento desciende hasta
un determinado punto, permanecisndo casi.flrme e invariable
cuando se mantiene el convenilente eéuilibrio entre la acildesz

v el voltaje aplicado. Esté,desde luego, comprobado que el

~-voltaje aplicado puede tambien ser indicado en términos de

densidad de corriente, que es el mds usual y conveniente méto-

do de descripcidn que se usa en relacidn con la electrolisis.
En las referencilas hécha a la polaridad ¥y polarizacidn

de ha tratado de designar en qué condiciones la resistencia

del elemento selénico aumenta durante el tratamlento electro-

litico .
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Este invento corresponde a una solicitud de Patente fore
mulada en los Estado Unidos el zede-lgéé, sefialada con el neo,
538560 y se acoge, por tanto, a los beneficlos que otorgan

los conwenlos Internacionales vigentes.

--------- == " NOTA ~==oooecoceacea-

Los puntos de imvencién propia y nueve que se presentan
pera gque sean objeto de esta patente de velnte afios, son los
sigulentes:

1) Método para prépérar capas de blogueo que cbmprqnde

‘el tratamiento de la superficle de un salenio cristalino para

mejorar 1a‘fprma¢16n de una capa compacta encima del mismo que
permlta el sometimlento de dicha suﬁerficie del selenio a la
acciéﬁ electrolftica como un cdtodo en un bafio de agua acldu-
lada en condlcliones no polarizantes. .

' 2) Método para preparar capas de bloqueo comprendiendo

el método expuesto en la reivindicacién n2.l) cuya accién
electrolitica es llevada é‘una densidad dé corriente por cima
de la densidad en la cual la polarizaoi&n tiene lugar.

3) MééodO'para preparar capas de blogueo comprendiehdo
el método expuesto en la reivindicacién ne.l), cuyo bafio tiene
un valor de pH sustanclalmente no 1nferior al.

4) Método para preparar capas de blogueo compréndiqndo
ol método expuesto en la reivindicacién ne.l), cuyo bafio tiene
uh valor de pH entre 1 T 4. | |

5) M8todo para preparar capas de bloqueo comprendiendo

| el método expuesto en la reivindicacién nQ.l), cuyo bafio estd

acidulado con un écidﬂ inorginico.
6) Método para preparar capas de bloqueo comprendiendo

el método expuesto en la reivindicacién n2.1), cuyo bafio estd
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7) Método para preparar capas de bioqueo éémprandiendo .
el métods expuesto en la reivindicacién n2.l1), cuyo bafio estd
acidulado con bléxido de selenio. '

8) Método para preparar capas de bloqueo comprendiendo
el método de tratamiento de una superficie de selenio crista-
lino pares mejorar la formacidén de una capa cbmpacta bloquean=-
te encima de la misma, que permlta el sometimiento de dicha
superficie a la accidn electrolitica como un cftodo en un bafio
de agua que tenge un valor entre alrededor de 1 a 7, siendo
la ciroﬁlacién de corriente a razdn de por‘lo menos 1 ampefio
por pié’cu#drado de 1la superficie del selenio.

9) Método para preparar capas de blogueo comprendiendo

el método expuesto en la reivindicacidn n2.8), cuyo bafio tie-

ne un valor que no excede sustancialmente de 4.

10) M8todo para preparar capas de bloqueo comprendiendo
el método expuesto en la reivindicacién n2.8), cuyo bafio es
acldificado por un compuesto de seleniq. |

11) Método para preparar capas de bloqueo comprendiendo
el método expuesto en la reivindicacidn ne.8), cuyo bafio es
acidificado por £cido selenioso. '

12) Método para preparar capas de bloqueo comprendiendo
el m8todo de hacer un elemento rectif;cador de selenlo que
permita formar una capa de selenio cristalino gris sobre una
base, sometiendo la superficie delbselenio a la accién elec~-
trolitica como un cétodo en un bafio de agua dcida en condi-
ciones de no polarizacién, aplidando un electrodo contrario

8 la citada superflclie del selenio y formando eléctricamente

el elemento.

s s
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13) Método para preparar capas de blogueo comprendlendo

-1. ' el método expuesto en la reivindicacidn nee12), cuyo bafio
tiene un valor de pH entre 1 y 4 con una densidad de corrien-
te superior a la densidad en que la polarizacién se produce.

14 _ 14) Método paera preparar capas de blogqueo.

Tal y como se ha descrito en la Memoria que anteceds y a

los fines especificados.

Esta Memoria consta de 7 hojas escritas por una s8la carsa.
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